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摘要(译)

一种形成电子器件例如有机发光器件的层的方法，该方法包括如下步
骤：沉积包含式（I）化合物的前体层，和在开环加成反应中使所述式
（I）化合物反应：核心-(反应性基团)n（I）其中核心是非聚合的核心基
团；并且反应性基团在每次出现时可以是相同的或不同的，每个反应性
基团是式（II）的基团：其中Sp1在每次出现时独立地表示间隔基团；w
在每次出现时独立地为0或1；Ar在每次出现时独立地表示未取代或者取
代有一个或多个取代基的芳基或杂芳基；R1在每次出现时独立地表示H
或取代基，条件是至少一个R1为取代基；n为至少1；并且*是式（II）基
团与核心的连接点；以及其中使式（I）化合物与其自身或者与非聚合的
共反应物反应。
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